UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA BN-88

 PRZYRZADY Tranzystory typu 3375-32/24
POLPRZEWODNIKOWE | BD 644, BD 646, BD 648,
BD 650

Grupa katalogowa 1923

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczegd- ¢) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokiej i
lowe wymagania dotyczgce krzgmowych tranzystordw mocy bardzo wysokiej jakosci.
PNP. malej czestotliwosci w ukladzie Darlingtona typu Tranzystory wysokiej jakosci powinny by¢  znakowane

BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 wykonanych technikqg e- cyfra 3, a trynzystory o bardzo wysokiej jakosci cyfrg 4,
pitaksjalnej bazy w obudowie plastykowej CE 30/TO-220AB/. umieszczong po oznaczeniu typu. :

Przeznaczone s one do zastosowalli w sprzecie powszech-
4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora i

nego uzytku oraz w urzadzeniach wymagajgcych stosowania
schemat potaczed - wg rys. 1 itabl. 1 oraz rys. 2.

elementdw o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci, zgodnie =z

okreéleniami wg PN-78/T-01515, a zwtaszcza: Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
- w stopnidch sterujgcych i koicowych wzmacniaczv mo- CE 30.
cy m.cz.,

- regulatorach napiecia.

Tranzystory typu BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 sg

komplementarne odpowiednio do tran;zystoréw " BD 643, _ £ e
BD 645, BD 647, BD 649. i- s : f—; -
Kategoria klimatyczna dla tranzystordw : CLE il
- standardowej jako$ci (poziom jako$ci 1) 40/100/10 :E" _- _j % ]
- wysokiej jakosci (poziom jako$ci 111) 40/100/21 1 B Zol it
- bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci IV) 40/100/56 d =
2. Przyklad oznaczenia tranzystordw \ !
a) standardowej jakosci: ‘ !
TRANZYSTOR BD 644 BN-88/3375-32/24 L b
b) wysokiej jakosci: 1 d I L b
TRANZYSTOR BD 644/3 BN-88/3375-32/24 I W . g
c) bardzo wysokiejjakosci: ' ’ B
TRANZYSTOR BD 644/4 BN-88/3375-32/24 4 Al
e
3. Cechowanie tranzystorédw powinno zawierad nastepu- - E:N-88 TS0
jace dane:
a) nazwe producenta lub znak fabryczny,
b) oznaczenie typu, ' Rys. 1. Obudowa CE 30

Zgtoszona przez Fabryke Potprzewodnikow TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Po&tprzewodnikoéw dnia 29 marca 1988 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 paZdziernika 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 89/1988, poz. 23)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJUNE ,ALFA" 1988. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,90 Nakt. 2500 + 40 Zam. 1315/88 Cena zt 112,00



2 BN-88/3375-32/24
Tablica 1. Wymiary obudowy CE 30
Symbol Wymiarjr mm Symbol Wymiary mm
wymiaru wymiaru
min nom max min nom max

A 4,06 - 4,83 I, 2,16 - 2,92
b 0,64 o 0,89 £ 12,7 . .
b, 1,22 - 1,40 L, 7,62 i 8,89
c 0538 = 0543 @ P 3,53 = 3;63
D 14!61 - 15,88 Q 2,54 i 3!05
e 2,03 - 3,05 F4 1,02 - 1,52
e, Ly DT = 5,04 E 10,03 - 10,04

- 1,27 - E1 9,20 - 9,40
H1 5!97 = 6!73 Ez 7,62 g 8)13

C e) badania podgrupy B, C i D wg tabl. 5,
-0 f) parametry elektryczne sprawdZane w czasie i po ba-
B daniach grupy B, C1 D wg tabl. 6,
g) warto$é AQL dla jako$ci podstawowej dla podgrupy
C2 - 4% dla podgrupy C4 - 2,5%,
Ry R o |
OF typ. Ry-= Bk 7. Pozostale postanowienia - wg BN-80/3375-32/00.
[BN=8B/3375-32/24~2] Typ. Ry =100Q
Rys. 2. Schemat polaczen
5. Badania w grupie A, B, C, D - wg BN-80/3375-32/00
pP. 5.

6. Wymagania szczegdtowe do badan grupy A, B, Ci D

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiardéw A, b,
b,, D, e, (w odlegtosci 6,45 : 6,50 mm od obudowy) wgrys.
11 tabl. 1,

b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawowych pa
rametrow elektrycznych wg tabl. 2,

¢) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych
parametrow elektryéznych wg tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametréw e-

lektrycznych w temperaturze tgm,p = 100°C (poziom III i

IVY wg tabl. 4,

(W)
\—/
[BN-E§73375-32724-3|

Rys. 3. Uktad do pomiaru napigcia Ugp metodg impulsowq
G - generator (Zrédlo pradu impulsowego bazy), T - mie-
impulsowy mnapigcia

rzony tranzystor, V4 - woltomierz

szczytowego, V,- woltomierz napigcia stalego  kolektor-
-emiter, V3 - woltomierz impulsowy napigcia szczytowego
baza-emiter, W -wskaznik rédwnowagi, Z-Zrédle napiecia

statego kolektor-emiter, Rg, R - rezystory



1, 1L, 1V)

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom

Wartos$é graniczna

Lp. Oznaczenie literowe Metoda pomiaru Wicruki pomiary Jednostka BD 64 BD 646 BD 648 BD 650
parametru wg
min max min max min max min max
1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 i P— PN-74/T-01504/05 -Upg =45V nA - 200 - - 5 - - -
2 “Icpo PN-74/T-01504/05 -Ugg =60V pA - . s 200 5 ’ s -
3 -ICBO PN-?A/T-01504/05 = U(}B = 80 Vv l.uA = z _ _ - 200 _ _
4 | ~lego PN-74/T-01504/OS -Ugg =100V nA - - - - - - - 200
= 1 - - - I = - - - -
5 U sryceo ) PN-74/T-01504/07 c 0,1A V 45 60 80 100
o _U(BR) £EBO PN-74/T-01504/04 -Ig =5mA \Y 2 - 5 - B - 5 "
¥ By PN-74/T-01504/08 ~Ig =34, -Upp=3V - 750 - 750 - | 730 - 750 ;
8 —UBE1) p. Brys. 3 ~Ie =3A, -Ucg=3V ' - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5
9 "U(Bn}c_ao PN-74/T-01504/04 -Io =200 pA v 7 ; 60 . 80 ) 100 i

1) Pomiar impulsowy:

t,<300us, 8 < 2%

Y2 /TE-SLEC /g8 -N°



Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom 1, 111, IV)

Warto$¢ graniczna

Lp. Oznaczenie literowe Metoda pomiaru Warunki pomiaru Jednostka BD 644 BD 646 - BD 648 BD 650
parametru wg .
min max min max min max min mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 “Ugg aa Sk PN-74/T-01504/06 -Ic =3A, -1 =12mA v - 2 - 2 - g a 2
2 U, sat?) PN-74/T-01504/06 -1 =3A,-Ig =12mA v - 2.5 - 2,5 - 2,5 o 2.5
3 - PN-74/T-01504/22 Ugm = 0¥ =iy =D pF - 100 . 100 " 100 2 100
f=1MHz
'I = A. - U =
4 fp PN-74/T-01504/24 g By gy N MHz 1 3 1 ; 1 : 1 .
f =1 MHz
1) Pomiar impulsowy: t, <300 ps: 9§ < 2%,
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 ( poziom II1 i 1V)
Wartosci graniczne
Oznaczenie literowe Metoda pomiaru : ;
Lp. Warunki pomiaru Jednostka BD 644 BD 646 BD 648 BD 650
parametru wg
min max min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13
-UCB-- L5V mA - 2 - - - - - -
= 0 -UCB= o0V mA - - - 5 - - - -
1 g . PN-74/T-01504/05 .
. tamp = 100°C
'UCB= 80 Vv mA - - - - - 3 - -
—UCB=100 \' mA - - - - - - - 5

%2 /2E-SLEE /88-NY



BN-88/3375-32/24

Tablica 5. Wymagania szczegdtowe do badan grupy B, C i D

(poziom jakosci
Inri1v)

solng

Lo, Podgr‘}lpa Rodzaj badania Wymagania szczegdtowe
: badan
1 2 3 4
1 BlL, €1 Sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej préba Ub, 5 N £0,5 N
wyprowadzen liczba cykli 3, préba Ual,10 N
Sprawdzenie szczelnosci préba Q1
2 B3 Sprawdzenie wytrzymalosci na spadki polozenie tranzystora w czasie spadania
swobodne wyprowadzeniami do géry
3 BLiC4 Sprawdzenie wytrzymalosci na udary wie- mocewsnie 2 vhudows
lokrotne
L B6 1 C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia WE PN'78/T'_01515 p- 5.3.22 tabl. 5;
clektryczne _ metoda badania
a) uktad OB
BD 644
_UCE =35 V, —I_C=O,7A
BD 646
_UCE “ASV: —IC=0'3A
BD 648
-'UCE = 60 V, —Ic= O,ZS A
BD 650
-Upgg =80V, - IC= 0,1A
tcase = 25 iSOC'
lub
'UCE =20V, -Io = 0,09 A
tamb = ZSOC
5 C3 Sprawdzenie masy L2g
6 Cé Sprawdzenie wytrzymalosci na przyspie- kierunek probierczy: obydwa kierunki
szenie state wzdluz osi wyprowadzen; mocowanie za
. obudowe
Sprawdzenie wytrzymalosci na udary wie- .
mocowanie za obudowe
lokrotne
Spra\'\fdzenle \\Tytr‘zy"malosm na wibracje o mocowanie za chudowe
stalej czestotliwosci
7 cs Sprawdzenie wytrzymalosci na cieplo luto- temperatura kagpieli 350°C
3 wania czas regeneracji 6 h
8 c10 Sprawdzenie wymiardéw wg rys. 11itabl. 1
- 9 D1 Sprawdzenie ' odporno$ci ma niskie ci§- T -
p < e B v oot temperatura narazenia 25 C
( poziom jakosci nienic atmosferyczne
Il 1 1V
10 D2 Sprawdzenie wytrzymalosci na rozpusz- alkohol etylowy, aceton
czalniki
11 D3 Sprawdzenie palnoéci palnos$é zewnetrzna
12 D4 Sprawdzenie wytrzymalosci na plesn brak porostu plesni po badaniu
( poziom jakosci
111 i I1V)
13 D5 Sprawdzenie wytrzymaloéci na mgle

polozenie tranzystora dowolne




Tablica 6, Parametm} elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom 1, 1I1, IV)

%2 /2€-CLEC/88-NT

Wartosci graniczne
Oz'na(_:zenie Bbedsie. gamalaai Warunki badan Podgrupa badan Jednostka BD 644 BD 646 BD 648 BD 650
literowe wg .
parametrow : ; ; :
min max min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45V B1, B3, B4, B5 - 200 - & - - - 2
60 V £y, €8, &3 pA . . " 200 - - i} .
60 V G4, €5, =7 - - - - - 200 - -
100 V " 2 4 . - . " 200
g - PN-74/T-01504/05} -Ig = 45V 8 1,0 - " i, - " -
S -
cB €V B6, C6, C8 mh - - - 1,0 - : 6 .
80V - - - - = 0 - . .
: 100 V - - - - - - - 1,0
45 - 5,0 - - - - - -
60 v c22) - . : - | 5.0 : - - -
80V - - - 2 - 5,0 - g
100 v - - - - - = = 5,0
B1, B3, B4, B " . .
i, iy B2 - 750 - 750 - 750 - 750 .
3 s =3 & 1, L3, 03, Bd
A B
By 7 PN-74/T-01504/08 Uy -3V s,
B6, C6, C8 " 600 - 600 » 600 - 600 i
c2%) - 500 : 500 . 500 : 500 -
YPomiar impulsowy: tg <300 ps, & <2%.
Z)W czasie badania.
KONIEC

Informacje dod atkowe




Informac je dodatkowe do BN-88/3375-32/24

INFORMAC]E DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Naukowo- Produk-

cyjne Centrum Pdlprzewodnikdw, Fabryka Pdtprzewodni-

kéw TEWA, Warszawa, ul. Komarowa 5.

2, Normy zwigzane

PN-74/T-01504/01 Tranzystory. Pomiar hoipi Ugg

PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napieé przebicia

U(BR) cBO ! U(BR) EBO

PN-74/T-01504/05 Tranzystory. Pomiar praddéw wstecz-

nych Iego i Ipgg
PN-74/T-01504/06 Tranzystory. Pomiar napied nasycenia

U i U

CEsat © “BE sar Metoda impulsowy

PN-74/T-01504/07 Tranzystory, Pomiar napieé przebicia
U(BR)CEO ’ U(BR) CER’ U(BR) CES® U(BR)CEX'

metodg impulsowg

PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar h21E

impulsowg

metodg

PN-74/T-01504/22 Tranzystory. Porgiar pojemnosci CCBO

i Cgpo

PN-74/T-01504/24 Tranzystory., Pomiar modulu thlel w
zakresie w.cz. i czestotliwosci fr

PN-78/T-01515 Elementy pélprzewodnikowe, Ogdlne wy-
magania i badania

BN-80/3375-32/00 Elementy pétprzewodnikowe. Tranzy-

story mocy matej czestotliwoéci, Wymagania i badania

3. Symbol wg KTM

BD 644 - 1156231321000,
BD 646 - 1156231322000,
BD 648 - 1156231323001,
BD 650 - 1156231324002,

4. Wartosci dopuszczalne - wg tabl, 1-1
I"'3-

i rys. -1,

BD 5441 BD 646 t[agéa:??[,
—IC
A
10 p—
ey
‘\ ‘\ .
Ji[A \ 1.
LA el
N
k } 10ms]
1 s
/
o1
80644 | |
|
30545 T
-
10 100 V ~Ue
[BN-88/3375 -32/24-1-1}

Rys. 1-1. Dopuszczalny obszar pracy tranzystora BD 644,
BD 646, —Ic = f("UCE)

BD 648, BD 650 tonse =25°C
~Ir
A
10 ;‘i‘;
NN
N
e P\ 13
10ms
1 : \CE
i
01
B0 648 | |11
80650 |
— 1
10 00V ~Ys
BN-B8/3375- 32 A-T-3]

Rys. I-3. Dopuszczalny obszar pracy tranzystora BD 648,
BD 650, -Ic-j(-UCE)



Tablica l-1. Wartoséci dopuszczalne

Oznaczenie

Wartosci dopuszczalne

Lp. Nazwa parametru \ ednostka

p parametru g J BD 644 BD 646 BD 648 BD 650

1 2 3 L 5 6 7 8

1 “Ucgo Napiecie kolektor-baza przy Ig= 0 V 45 60 80 100

2 -Ucgo Napiecie kolektor-emiter przy Ig=0 Y 45 60 80 100

3 UUEBO Napie;cie emiter-baza przy I~=0 Vv 3 5 B 3

4 =1 c Prad kolektora A 8 8 8 8

5 "IB Prad bazy A 0,15 0,15 0,15 0,15
. W 62,5 62,5 62,5 62,5

<) Ptot Calkowita moc wej$ciowa na

wszystkich elektrodach e

tamb K25 € W 1,78 1,78 1,78 1,78

7 t; Temperatura zlacza b 155 155 155 155

8 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy ‘ . - -40 £ +100 -40 + +100 -40 : +100 -40 £ +100

9 tstg Temperatura przechowywania = -40 = +155 -40 =+ +155 -40 : +155 -40 : +155

Y¥Z/2€-CLEE/8R-NH op amoyiepop alorwaoju|



' o
Tablica 1-2. Dane charakterystyczne (¢ .p= 25 C)

Typ
Lp. Oznaczenie Nazia jasmste Warunki pomiaru | Jednostka BD 644 BD 646 BD 648 BD 650
parametru -
tamb =25C min typ max min typ max min typ max min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17
1 Napiecie przebicia
1 -U(BR)CEO ) ?olek(;or-emlter przy; -l =0,1A v 45 - - 60 . _ 80 _ _ 100 i )
B =
/ ~Upp =25V - - | 500 - ; ; ; _ ; ; ; ;
Prad zerowy kolekt
-1 a y o ~ i i ) i ) i i i i i .
2 CEO ra przy Ig=0 UCE =30V Y G
pA
-Upg =40V - - - - - - - - 500 - B -
'UCE = 50 Vv = - = = = - = - = == = 500
Uep = L5V - - 200 - - - - - - - - =
i = Prad zerowy bazy
3 Ieso Uy =60V - - " . - 200 . . - . s 5
przy Iz=0 CE G
Ueg = 80 v - - - - - - - = 200 - - =
~Ucg = 100 V - - - - - - - - - - - 200
Napiecie przebicia
4 _U(BR)EBO }emiteg'-baza przy -IE =5 mA v 5 _ _ % ; . ‘g ) ) 5 ) )
c = )
5 -u_. N Napigcie -Ic = S A3 A% w = 2,5 % = 2,5 % 2 2.5 = e 2,5
BE baza-emiter -U =3V : R
CE
6 ] ) Napiecie nasycenia Te =34 v 2 2 2 2
CE sat kolektor-emiter -Ip =12mA B - B B - B - -
- _ -1~ =3 A;
1 Napiecie nasycenia Cc ’
U ) pig Y ) . . . - ; . .
7 BEsat baza-emiter -IB =12 mA , & 2,5 2,5 2,5 2,5

52 /26 -GLEE /9@ -NE OP 2MoN3Bpop afoeuitozu]




cd, tabl., 1-2

N
Typ
Lp. Oznaczenie Nazwa parametru Warunki pomiiaru Jednostka BD 644 BEU 640 BD €48 BD 650
parametru ’ - 25°¢C
emb j min typ max min typ max min typ ‘max min typ max
1 2 3 4 ) 0 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17
, -l o= 05A,-Ugg =3V - 1500 - - 1500 - - 1500 - - 1500 -
h 1 Statyczny wspdiczyn-
8 21E nik wzmocnienia prg-{-Io= 3 A, -Ugg =3V - 750 - - 750 - - 730 - - 750 - -
dowego
-Ie=6 A, “UCE =3V - 750 - - 750 - - 750 - - 750 -
-IC=3A‘+IBi-IB:
9 ton Czas wilgczania =12 mA ps - 0.5 - - 0.5 - - 0,5 - - 0.5 -
-Ucg =10V
’IC=3A, +IB= IB = r
10 toﬂ Czas wylgczania =12 mA us - 25 - = 2.5 = = 2.3 - - 2.5 ”
-Ueck =10V
11 fhfe C’zgsrotliwosc odcie- 'Ic= 3a, 'UCE -3y W Hz ) 100 ) i 100 ) ) 100 i ) 100 )
cia
12 %, Pojemnosé kolektor- - ~ ,
CBO Jhaza -IE =0 “UCB = lo‘[] pr - 100 S 2 100 . - 100 o N 100 _
; ; -1.=5A
Rezystancja termicz-| " C o
13 R ni-e na zlacze-obudowa , i ; B 4 i} ) 2 B B 2 B B 2
14 R Rezystancja termicz- 'IC= 0,178 A OC/W _ 70 20 70 0
thj-a na zlagcze-otoczenie B ; B B 4 i B ) } 7
* -UCB = 10 V
1 4 Napigcie przewodze- ~
15 UF ) win diody -Ig=3A Vv - 1,8 - = 1,8 = a 1,8 LI . 1,8 =
" Pomiar impulsowy: tp <300 ps; 8 2%,

01

%72 /2E-GLEE/gg-Nd op amoyiwpop aldruroju]



Informa'c'je dodatkowe do BN-88/3375-32/24

il

5. Dane charakterystyczne - wg tabl, [-2 i rys,
-4 ¢ 1-9.
BD 644, B0 646
Ptat
W
_l_jﬁ'_‘*g-—' S5V
60—\
i
i
50 b—H
|
|
40 }
30V
NN
30 }
AN XR
20 l
I
45V
P
10 + - N
60V
IR\
25 50 100 150 °C  trpee

| BN-B8/3375-3/24-T-2]

Rys. I-2. Moc calkowita w funkcji temperatury

Ptot = f (tcase)

-2,

R.‘of

60

a0

40

30

20

10

BL 648, B0 €50

Ure=0+25V
|
i
o]\
NN
BNAN
HRNIAN
AEARN
45V \ \\
I AN
Sov S \%
— N\
100 t%hk§§
25L 100 " 150 o g

-

Rys. I-4. Moc catkowita w funkcji temperatury

Pto: = f(tcase)

B0 644650 .
BD 644 - 650 , hore="*(-I) ~Ue=3V tease=25°C
. l
hae
10000
-~
/
V.
//
1000
/ .
4
100
10 100

1000 ~I mA f0opp  [BN6RfAAT5-32/24-1-5]

Rys. 1-5. Charakterystyka statycznego wspdtczynnika wzmocnienia pragdowego w funkcji pradu kolektora




12 Informacje dodatkowe do BN-88/3375-32/24

= - = —_ I
BD 644+650 ~Upg sat=r( [E} "fg=250 tease =25°C

~ULE sot

0 1 A3 y

[BN-88/3375-32/24-1-6]

Rys. 1-6, Napigcie nasycenia kolektor - emiter w funkcji pradu kolektora

BD 644650 ~lpe gt =FL-I) £§=250

| ~Ugt sat
v

3 F

Rys. 1-7. Napigecie nasycenia baza - emiter w funkcji pradu kolektora



Informacje dodatkowe do BN-88/3375-32/24 ' 13

tease = 25°C tease=25°C
-
=T
._I ¢ A o
A
10 . 10
~Upe=3V
8 8 ~
) 6 — - 4
: / 4 /
, / :

1 2 3 4 ~Ugr 5V | 035 1 h5 50 -Ur 25V

- - =,

Rys. 1-9. Prad przewodzenia w funkcji napiecia przewo-

Rys. 1-8. Charakterystyka przej$ciowa "Ic-f(-UBE) dzenia diody -.IF-j(-UF}



